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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

o Bulletin de 1a CEI

@®  Rapport d’activite de la CEI
Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, P'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L peuvent étre obtenus sur demande.

fins de cette publication.

Symboles graphiques et litteraux

— la Publication 27 de la

électrotechniqu
— la Publication ¢4

mandés.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the 1EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from 1EC
National Committees and from the following 1EC sources:

® I EC Bulletin

@®  Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IECP

approved for the purpose of this publication.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from [ EC Publications 27 or 117, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

The letter symbols for semiconductor devices and integrated
microcircuits are contained in [EC Publication 148.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other | EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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